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W niniejszej pracy podjeto prébe otrzymania klasyczng metodg topienia szkta ztozonego
wytgcznie z tlenkéw manganu, krzemu i boru, zawierajagcego od 10 mol% do 70 mol% tlenku
manganu. Na podstawie serii pomiardw wyznaczono zakres sktadu chemicznego, dla ktérego
mozliwe jest otrzymanie stabilnego szkta. Badania struktury otrzymanych prébek wykazaty, ze
tlenek manganu(ll) petni w uktadzie role giéwnego tlenku szktotwdrczego w postaci tgczacych sie
ze sobg czworoscianow [MnO4]-, gdy tymczasem szklotwdrcze tlenki krzemu i boru stabilizujg jego
faze amorficzng. Dodanie nadwyzki tlenku boru prowadzi do powstania oddzielnej amorficznej
warstwy B203, natomiast nadwyzka tlenku krzemu do wytragcania sie go w postaci krystaliczne;.

Pomiary wtasciwosci elektrycznych szkta MnO-SiO2-B203 wykazaty wystepowanie dwoch
proceséw odpowiedzialnych za transport tadunku w uktadzie. Za pomocg numerycznego
dopasowywania obwodow zastepczych wyodrebniono kazdy z nich i powigzano z transportem
tadunku elektrycznego przez matryce szkta oraz faze w niej rozproszong. Wyniki pomiarow
elektrycznych zostaty przeanalizowane pod kagtem czterech modeli transportu tadunku
elektrycznego w amorficznych pétprzewodnikach: hoppingu polaronéw, przeskoku przez
skorelowane bariery, transportu klasterowego Hunta oraz przeskoku pomiedzy losowymi stanami
zlokalizowanymi. Zaobserwowano takze silny wptyw wygrzewania szkta w temperaturze 760 K na
wartos¢ przewodnosci probek i powigzano go z wystepowaniem procesu utleniania sie jonow
manganu Mn?* do Mn?*,

Otrzymany materiat charakteryzuje sie niskg przewodnoscig elektryczng, ktérej energia
aktywacji zalezna jest od koncentracji jonéw manganu. Ta zalezno$¢ moze by¢ wyttumaczona przez
model przeskoku fadunku pomiedzy jonami metalu przejsciowego od Mn2?* do Mn¥, z
uwzglednieniem wptywu na siebie sgsiednich nos$nikéw tadunku. Jako ze odlegtosci pomiedzy
jonami manganu i zwigzanymi z nimi nosnikamifadunku w sieci amorficznej dajg sie opisa¢ pewnym
rozktadem statystycznym, to i energie aktywacji przewodnictwa elektrycznego mozna opisac jako
wartos¢ podlegajgcy rozkladowi Gaussa. Obecny w szkle tlenek manganu koncentruje sie w pewne
aglomeraty tworzgce Sciezki transportu tadunku o wymiarowosci fraktalnej ponizej 3.



